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論文題目 CVD法による YBCO線材の磁化緩和特性に超伝導層厚が与える影響 

 

1. はじめにはじめにはじめにはじめに 

YBCO-coated線材は、高温度・高磁界領域での

臨界電流特性が優れることから、今後様々な分野

での応用が期待されている。これまで、IBAD-PLD

法で作製された YBCO-coated線材の超伝導層厚

が永久電流の緩和特性に与える影響について調

べてきたが 1)、今回はより安価で生産が可能であ

る IBAD-CVD法 YBCO-coated線材について、そ

の超伝導層厚が磁化電流緩和特性に与える影響

について調べた。 
 

2. 実験実験実験実験 

今回実験に用いた試料諸元を、表 1 に示す。

SQUID磁力計を用いた、磁気ヒステリシス測定か

ら Jc-B特性を、磁化緩和測定から E-J特性及び見

かけのピンポテンシャル U0
* を評価した。 

 

      表 1. 試料諸元 

試料 超伝導層厚[μm] 臨界温度[K] 

#1 0.18 87.9 

#2 0.36 88.8 

#3 0.45 89.5 

#4 0.63 90.0 

#5 0.90 88.5 

 

 

3. 結果結果結果結果及及及及びびびび検討検討検討検討 

 図 1に 20ＫでのU0* の磁界依存性を、図 2に

40ＫでのU0* の磁界依存性を示す。20Kにおいて

は U0* の値は 5Tまであまり減少は見られないが、

それ以上の磁界領域で減少しており、40Kにおい

ては磁界の増加と共にU0* は単調に減少してい

る。これは温度が高くなることで磁束クリープの

影響が大きくなったことが原因であると考えら

れる。 

さらに 20Kにおいて、低磁界領域では超伝導層

厚 dが薄い試料ほどU0* が高いが、3T程度から

の高磁界領域で dの薄い＃1の U0* 
 が大きく減

少している。対して、dの厚い試料は高磁界領域

でもあまり U0* は減少しておらず、U0* の値は高

磁界領域では dの厚い試料ほど高く、低磁界領域

と関係が逆転する結果となった。低磁界領域では

Jcの寄与がU0* に大きく影響しており、Jcが高い

値となる薄い試料の U0* が大きくなったと考え

られる。一方で、高磁界領域ではピンニング相関

距離Ｌが大きくなるため、薄い試料では 2次元ピ

ンニングとなっており、磁束クリープの影響を受

けやすく U0* が小さい値となったと考えられる。

また、40 Kでは 1T以下の低磁界領域では dが薄

い試料のほうが U0* が高くなり、1T以上の磁界

領域では、U0* の値は厚い試料の方が高くなる傾

向が見られた。1T以上の磁界領域では dによる

磁界依存性の違いは見られず、いずれの試料も大

きくU0* が減少している。 

以上の磁界依存性および 20 Kから 60 Kの温度

領域での U0
*の温度依存性についての磁束クリー

プ・フローモデルを用いた解析、及び詳細な議論

は当日行う。 
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図 2. 40 Kにおける U0
* の磁界依存性    
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図 1. 20 Kにおける U0
* の磁界依存性    
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